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Реферат:
1. В дисертаційній роботі досліджуються механізми переносу та захоплення носіїв заряду в гетеросистемах
a-Si:H(Er)/c-Si, SiO2(Ge)/c-Si та a-SiC/c-Si, механізм електролюмінесценції (ЕЛ) в гетероструктурі a-
Si:H(Er)/c-Si, а також вплив низькотемпературної ВЧ плазмової обробки на електрофізичні та оптичні
властивості гетеросистем SiO2(Ge)/c-Si та a-SiC/c-Si. В результаті проведених досліджень було встановлено
механізми переносу носіїв заряду в гетеросистемах a-Si:H(Er)/c-Si, SiO2(Ge)/c-Si та a-SiC/c-Si, показано, що
у випадку гетероструктур a-Si:H(Er)/c-Si і a-SiC/c-Si струм визначається як електронами, так і дірками.
Базуючись на дослідженні процесів струмопереносу і глибоких рівнів, що виникають в забороненій зоні
плівки a-Si:H при введенні атомів Er, побудовано модель збудження ЕЛ в гетероструктурі a-Si:H(Er)/c-Si, яка
полягає в захопленні та рекомбінації носіїв заряду на електронно-діркових станах, з енергіями Eс-0.55 еВ та
Ev+0.40-0.44 еВ, розташованих поблизу ербієво-кисневого комплексу, з послідуючоюрезонансною



передачею енергії електрону, що знаходиться на внутрішній оболонці іону ербію. Вперше продемонстрована
можливість суттєвого покращення стабільності роботи ЕЛ приладів на основі шарів SiO2, що містять
нанокластери Ge за допомогою низькотемпературної ВЧ плазмової обробки. Крім того, показано, що
низькотемпературна ВЧ плазмова обробка призводить до суттєвого покращення омічності контакту Al/a-SiC

2. In the dissertation work are investigated the mechanisms of transport and capture of charge carriers in
heterosystems a-Si:H(Er)/c-Si, SiO2(Ge)/c-Si and a-SiC/c-Si, mechanism of electroluminescence (EL)in
heterostructure a-Si:H(Er)/c-Si, and also the influence of low-temperature HF plasma treatment on
electrophysical and optical properties heterosystems SiO2(Ge)/c- Si and a-SiC/c-Si. As a result of the conducted
investigations were established the mechanisms of the transport of charge carriers in heterosystems a-Si:H(Er)/c-
Si, SiO2(Ge)/c-Si and a-SiC/c-Si, it is shown that in the case of heterostructures a-Si:H(Er)/c-Si and a-SiC/c-Si
the current is defined by both the electrons and by holes. Based on a study of the processes of current flow and
deep levels, which appear in the forbidden band of film a-Si:H with the introduction of Er atoms, is built the model
of EL excitation in heterostructure a-Si:H(Er)/c- Si, which consists in capture and recombination of charge
carriers on the electron-hole states, with energies Ec-0.55 eV and Ev+0.40-0.44 eV, located near erbium-oxygen
complex, with the subsequent resonance energy transfer to the electron, which is located on the inner shell of the
erbium ion. Is for the first time demonstrated the possibility of an essential improvement in the operational
stability of the EL devices on basis of SiO2 layer, which contain Ge nanoclusters with the aid of the low-
temperature HF plasma treatment. Furthermore, it is shown that the low-temperature HF plasma treatment leads
to an essential improvement in the ohmic resistance of contact Al/a-SiC
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